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【研究背景と目的】重粒子を用いた治療技術はその高度化に伴い、高い空間分解能やエネルギー

弁別機能を備えた、より高度な線量評価が必要となっている。既存電離箱で対応できない複雑な

線量評価における需要に対し、SOI (Silicon-on-Insulator)検出器などを用いた半導体ベースの線量計
1)の検討が進むが、放射線耐性に課題が残る。これに対し、より放射線耐性に優れた 4H-SiC ショ

ットキーバリアダイオード(Schottky Barrier Diode : SBD)に着目した検討がなされている 2,3)。しか

しながら、粒子パルスを計数する既存の計測体系では、106 pps 程度の低い照射量領域のみで動

作が可能であった。これに対し、本研究では、リアルタイムで計測可能な放射線誘起過渡電流 
(Radiation Induced Current: RIC) に着目し、RIC を対象とした測定法によって炭素線を測定するこ

とで、治療線量強度において微細な空間分解能で線量分布を測定する手法の開発を行った。 
【実験方法と結果】本実験では、エピタキシャル層 69 µm、不純物濃度 9.1×1014 cm-3、電極 1 mm
角の SiC SBD (Figure 2)を用いた。群馬大学重粒子医学研究センターの治療場にて、エネルギー  
290 MeV/n の炭素線を、最大で治療強度のフラックス (109 pps) で照射した。減速体（水）を使い

検出器表面での炭素線の線エネルギー付与(Linear Energy Transfer: LET) をコントロールすること

で、ブラッグカーブ中任意の深度においての RIC 測定を行った。Figure 1 は SBD への印加電圧

10V の時の SiC 半導体素子の RIC と、市販電離箱で測定した物理線量分布値の減速体厚みごとの

比較である。講演では、ビーム強度を 106-109 まで変化させた時の RIC によって、電離箱で観測し

たブラッグピークスペクトルを再現可能か議論する。 
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Figure 2: Picture of a SiC SBD  
designed for RIC measurement. 

 

Figure 1: Distribution of radiation induced current (RIC) 
measured by SiC SBD (blue) and physical dose 
distribution measured by ionization chamber (red). 
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